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※概要（Summary）： 

 石英ガラス中に作製された Bi ナノワイヤーに４端

子抵抗測定およびホール測定を行うために FIB-SEM

ダブルビーム装置を利用して電極を作製する．この結

果，Biナノワイヤーへのオーミックコンタクトの電極

を形成することに成功した． 

※実験（Experimental）： 

【利用した装置】 

・FIB-SEMダブルビーム装置 

【実験方法】 

 石英ガラス中に埋め込まれている直径 521 nm の

Bi ナノワイヤーの側面に FIB-SEM を利用して局所

的な電極付けを行う．FIBを利用し側面を覆っている

石英ガラスを徐々に取り除きながら，同時に SEM に

より露出箇所を観察することにより，最小限のダメー

ジでナノワイヤーの露出を行う．その後，電子ビーム

によるカーボンデポジションを利用してナノワイヤ

ーとの電気的接触を得る． 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

 石英ガラス中の Bi ナノワイヤーに対して，合計８

カ所の電極を作製した．図 1(a)に加工後の光学顕微鏡

写真を示しており，電極が分割されている様子が確認

できる．Fig. 1(b)および(c)には局所電極を拡大した

SEM 像を示している．作製した電極において電極の

接合を確認したところ，良好なオーミック接合が得ら

れていることが確認できた． 

 今回の手順では Bi ナノワイヤーの露出から電極形

成まですべての工程をFIB-SEMダブルビーム装置に

より実現していることから，ナノワイヤー表面の酸化

を防ぐことができたため，良好なオーミック接合を得

ることに成功した．Biナノワイヤーに対するダメージ

も 20 nm 程度に抑えることができ，測定に良好な電

極が作製できたといえる．さらに，作製した電極を利

用して４端子抵抗測定にも成功した． 

 

図１ 加工箇所の光学顕微鏡および電子顕微鏡像 

※その他・特記事項（Others）： 

今回 Bi ナノワイヤーへの電極形成に成功し，４端子

抵抗測定を行った．今後さらにホール測定へ応用し，よ

り詳細な物性測定を行う． 
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